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Resumen:

Se obtuvieron peliculas de GaN sobre sustratos de Silicio orientacion (100) en un
rango de temperaturas de 200 a 500 °C mediante la técnica depdsito por capas atomicas
asistido por plasma, se uso TMGa como fuente de Galio, como precursor de Nitrogeno se
usé N2 y la combinacion No/H». Se realizaron caracterizaciones Opticas, estructurales y
eléctricas para evaluar la calidad de las peliculas mediante la variacion del precursor de
Nitrégeno. Los difractogramas de rayos X confirman la estructura cristalina tipo Wurtzita
de GaN. Los espectros de fotoluminiscencia presentan la banda situada en 2.3 eV que se

encuentra asignada a GaN con concentracion de portadores 10%° cm™,



